


-
00 
,.....; 

o 
N 

b1 
<1) 

o 
....--< 

o 
1 

� 
o 
:> 

1 

E-< 
� 
� 

1 

� 
o 
¡:.... 

Universidad de Oviedo 

Universidá d'Uviéu 
Universitl.J of Oviedo 

RESUMEN DEL CONTENIDO DE TESIS DOCTORAL 

1.- Título de la Tesis 
Español: Estrategias para incrementar las Inglés: Strategies to improve the performance 
prestaciones del convertidor elevador síncrono of a synchronous boost converter far the 
orientado a la integración de fuentes de energía integration of distributed energy resources in 
distribuidas en un convertidor multi-nivel a multilevel converter 

2.-Autor 
Nombre: María Rodríguez Rogina 

1 DNI/Pasaporte/NIE:

Proqrama de Doctorado: Proqrama Oficial de Doctorado en lnqeniería Eléctrica y Electrónica 
órQano responsable: CIP 

RESUMEN (en español) 

Debido al crecimiento de la demanda energética a nivel mundial, así como del 
interés en las energías renovables, las redes de energía distribuida se han convertido en 
una necesidad. A veces, debido a requisitos técnicos o por causas medioambientales, 
esta necesidad es incluso mayor. A consecuencia de esto, cada vez es más común el 
interés en las microrredes y que este término aparezca en la literatura más reciente. De 
hecho, se pretende que las fuentes de energía renovables, para las que se emplean, por 
ejemplo, instalaciones eólicas o solares, sean las que abastezcan a esta creciente 
demanda. Para ello es deseable el uso de aplicaciones bidireccionales, de alta tensión y 
alta potencia que permitan la conexión entre las fuentes de energía y la red eléctrica 
principal u otras microrredes. 

Hasta ahora, los transformadores de línea (LFT, del inglés Line Frequency 
Transformers) han sido los elementos clave en la distribución y transmisión de energía 
eléctrica, por tratarse de una tecnología barata y bien establecida. Sin embargo, los LFT 
tienen ciertas limitaciones, como pueden ser la compensación de desbalances en la red, 
la falta de control en el flujo de potencia o su pobre eficiencia para bajos niveles de 
carga. Los transformadores electrónicos de potencia (PET, del inglés Power Electronic 
Transformers) se conciben como la alternativa a los LFT. Los PET se valen de 
convertidores de potencia diseñados con dispositivos con capacidad de alta frecuencia 
de conmutación, que hacen incrementar la densidad de potencia de los mismos. 
Además, los PET proporcionan mejores funcionalidades, como son la compensación de 
desbalances o la gestión de flujo de potencia bidireccional, aunque son inferiores en 
términos de coste y fiabilidad comparados con los LFT. En concreto, es común el uso de 
convertidores multinivel para la implementación de la etapa alterna/continua (AC/DC) del 
PET, como es el caso de los convertidores modulares multinivel (MMC, del inglés 
Multilevel Modular Converter) o de los convertidores de medio puente en cascada (CHB, 
del inglés Cascade Half-Bridge). 

Con un diseño adecuado de las celdas de un convertidor multinivel, es posible la 
integración de fuentes de potencia DC o AC de baja tensión (como son los paneles 
fotovoltaicos o las turbinas eólicas), de cargas o de dispositivos de almacenamiento de 
energía a nivel de celda. Sin embargo, si el nivel de tensión de estos elementos 
adicionales (i.e. una célula de almacenamiento) es diferente del nivel de tensión de la 
celda (normalmente de en torno a 1 kV), se necesitarán convertidores de potencia 
adicionales para adaptar el formato de energía. 

El proceso de carga de baterías se realiza normalmente en tres etapas, con una 
etapa final en la que la corriente de carga es muy baja. Por esta razón, el convertidor de 
potencia bidireccional que se diseña para conectar la batería con el PET debe soportar 
alta tensión asegurando alto rendimiento en un rango amplio de potencia. Los 
semiconductores de banda prohibida ancha (WBG, del inglés Wide Band Gap) y, 
especialmente, los MOSFET de Carburo de Silicio (SiC), permiten a los convertidores de 
potencia operar a alta tensión y alta frecuencia de conmutación con un alto rendimiento. 
Por ello, en esta tesis, se propone el uso de MOSFET de SiC en un convertidor elevador 
síncrono al que se le aplican distintos modos de conducción v diferentes estrategias de 
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Ancho x Alto: 16 x 41 mm Ancho x Alto: 4,04 x 6,44 mm

Ancho x Alto: 38,2 x 24,6 mm Ancho x Alto: 16 x 20 mm

Ancho x Largo: 61,4 x 106,4  mm



Ancho x Largo: 45 x 107,5 mm
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